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１．概要（Summary ）： 

サブミクロンスケールの構造体形成技術として、縮

小露光装置を用いた手法が知られている。本稿ではサ

ブミクロン周期構造を低アスペクト比で作製するこ

とを最終目標としているが、作製形状の信頼性、量産

性、大面積化の課題を把握できていない。本検討にお

いては、露光及びエッチングの条件が構造体形状に与

える影響を検討し、サブミクロン周期構造作製のプロ

セス課題の抽出を行った。 

 

２．実験（Experimental）： 

 実験条件に関しては Table 1に詳述する。 

Table 1  Formation process for fine rugged 

structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

本検討により Fig. 1に示す凹凸形状の形成を実現した。

凹凸形状はピッチ 1μm、深さ 100 nmとした。露光条件

は、焦点の高さ（μm）と露光量（mJ/cm2）をマトリッ

クスで変化させて最適条件を導出した。焦点の高さは-1

～1μm を 0.2μm 刻みで 11 点、露光量は 70～170 

mJ/cm2を 10 mJ/cm2刻みで 11点、計 121点で条件検討

した。1μm 程度の加工精度においては、レジストの露

光条件だけでなく、レジストの形状に起因する後工程に

よって加工形状が決定されるため、ドライエッチング後

の形状を評価し、最適なエッチング条件を決定した。本

検討により、露光量 130 mJ/cm2、焦点の高さ-0.2μmが

最良であることを導出した。また、ドライエッチングは、

ガス種 SF6 で固定し、ICP(W)、バイアス出力(W)、ガス

圧力(Pa)、エッチング時間(min)、レジスト膜厚(nm)をパ

ラメータとして実施した。本検討により、レジスト膜厚

280 nmにて 300 nm以下のエッチング深さを実現可能で

あることを明らかにした。以上より、サブミクロン周期

構造に対する露光条件及びエッチング条件の最適化を実

施できた。今後は凹凸形状を変化させて形状がプロセス

条件に与える影響を確認する予定である。 

 

 

 

 

Fig. 1 AFM image of topological feature  

４．その他・特記事項（Others）： 

なし。 
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なし。 
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